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審 査 結 果 の 要 旨 
 

１.論文の評価 
 申請者は p 型酸化物半導体である酸化錫（SnO）および n 型酸化物半導体である In–Ga–Zn–O
（IGZO）薄膜中への水素導入が材料物性やその電気特性への影響に関する研究を実施した。P 型酸化

物半導体における研究成果は中間審査会にて発表を行っており、最終審査会では最終年度に実施した n 
型酸化物半導体 IGZO への水素導入効果とそのメカニズムを中心に審査した。 
審査会での意見 
・プレゼンテーションはよくまとまっており、新規性が明確に示されていた。 
・水素添加による低温熱処理における特性改善メカニズムに関して興味深い内容であった。 
・質疑応答においても適切な回答や対応が得られていた。 
・学位論文に関してもほぼ完成しており、最終提出期限までに更なる質向上が見込まれる 
等の意見があった。 
査読論文数・質ともに学位基準審査基準を満たしており、学位授与に充分な実績であると判断された。 
 
２.審査の経過と結果 
（１）令和４年１月 12 日 ５名の審査委員のもと協議され、博士後期課程委員会で学位論文の受理

を決定した。 
（２）令和４年２月 15 日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）令和４年３月３日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 


